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	1 总述
	TEA2206T是一款有源桥式整流控制器，用于以MOSFET取代传统二极管桥中的两个低边二极管。
	TEA2206T是一款有源桥式整流控制器，用于以MOSFET取代传统二极管桥中的两个低边二极管。
	将TEA2206T与低电阻高压外部MOSFET配合使用，可使典型整流器二极管正向传导损耗降低50%，从而显著提高功率转换器的效率。在90 V(AC)电源电压下，效率可以提高约0.7%。
	TEA2206T采用绝缘硅片(SOI)工艺制成。

	2 特性和优势
	2.1 能效特性
	• 降低了二极管整流器桥的正向导通损耗
	• 极低IC功耗(2 mW)

	2.2 应用特性
	• 直接驱动两个整流器MOSFET
	• 外部零件数量很少
	• 集成X电容放电(2 mA)
	• 自供电
	• SO8封装

	2.3 控制特性
	• 欠压锁定
	• 用于所有外部功率MOSFET的漏源过压保护
	• 用于所有外部功率MOSFET的启动时栅极下拉电流


	3 应用
	TEA2206T面向将升压型功率因数控制器作为第一级的电源。第二级可以是谐振控制器、反激控制器，或任何其他控制器拓扑。它可用于所有需要高效率的电源：
	TEA2206T面向将升压型功率因数控制器作为第一级的电源。第二级可以是谐振控制器、反激控制器，或任何其他控制器拓扑。它可用于所有需要高效率的电源：
	• 电源适配器
	• 台式电脑和一体机电源
	• 电视电源
	• 服务器电源

	4 订购信息
	表1. 订购信息

	5 标示
	表2. 标示

	6 功能框图
	7 引脚配置信息
	7.1 引脚配置
	7.2 引脚说明
	表3. 引脚说明


	8 功能说明
	8.1 简介
	TEA2206是由两个二极管和两个MOSFET构成的有源桥式整流桥的控制器芯片。它可以直接驱动两个MOSFET。图3显示了典型配置。它适用于后跟升压型功率因数电路的应用。
	TEA2206是由两个二极管和两个MOSFET构成的有源桥式整流桥的控制器芯片。它可以直接驱动两个MOSFET。图3显示了典型配置。它适用于后跟升压型功率因数电路的应用。

	8.2 操作
	TEA2206T的控制电路检测引脚L和R之间电源电压的极性。根据极性，GATELL或GATELR其中之一将导通。根据斜率极性，控制电路中比较L和R电压的比较器阈值分别为250 mV和-250 mV。如果L和R之间的压差小于250 mV，则GATELL和GATELR均处于低电平。
	TEA2206T的控制电路检测引脚L和R之间电源电压的极性。根据极性，GATELL或GATELR其中之一将导通。根据斜率极性，控制电路中比较L和R电压的比较器阈值分别为250 mV和-250 mV。如果L和R之间的压差小于250 mV，则GATELL和GATELR均处于低电平。
	栅极驱动器是高电流轨到轨MOS输出驱动器。从L或R引脚汲取电流的片上电源电路产生栅极驱动器电压。在电源电压过零交叉点之后，电源电容Cvcc充电至调节电平Vreg。然后进入放电状态。从电源电压产生的功耗约为1 mW，不包括外部功率MOSFET的栅极电荷损耗。这些栅极电荷损耗通常会增加1 mW的功耗。
	在启动时，电源电容首先充电至Vstart电压，然后进入启动状态。在电源电压下一次过零交叉点之后，电源电容在充电状态中充电到Vreg。当电源电容上的电压超过Vdis时，允许栅极驱动器输出。当所有驱动器均处于活动状态时，MOSFET取代了二极管的角色，与无源二极管整流桥相比，可降低功率损耗。
	当电源电压断开时，放电状态下的内部偏置电流会使电源电容放电。当VCC引脚上的电压下降到低于Vdis时，X电容进入放电状态，这将从引脚L或引脚R消耗2 mA电流以使X电容放电。X电容开始放电之前的等待时间td为：
	(1)
	对CVCC使用2.2 μF的典型值会产生大约0.45 s。当L引脚或R引脚将X电容放电的同时，可以重新连接电源。在这种情况下，将再次进入充电模式。
	表4. TEA2206T状态


	8.3 保护
	所有栅极驱动器输出均具有下拉电路。该电路可以确保如果驱动器电源电压低于欠压锁定水平，则栅极驱动器输出将放电至小于2 V。
	如果外部功率MOSFET的漏极-源极电压超过VVCC-2 V，则所有栅极驱动器输出均被禁用。这可避免启动时在功率MOSFET中产生高功耗和高电流峰值。
	仅当节点L或R上的电压超过22 V时，才进入充电状态。


	9 限值
	表5.限值
	依据绝对最大额定值系统 (IEC 60134)。所有电压均基于接地（引脚7）测量；正电流流入芯片。只要不违反其他额定值，则电压额定值有效；只要不违反其他额定值，则电流额定值有效。


	10 热特性
	表6. 热特性

	11 特性
	表7. 特性
	Tamb = 25  C；所有电压均基于GND测量；流入IC的电流为正电流；除非另做说明。


	12 应用信息
	配备TEA2206T的开关模式电源通常由TEA2206T前的电源滤波器和其后的升压型功率因数控制器组成。在升压型PFC之后，可以使用谐振控制器、反激控制器或任何其他拓扑。
	请特别注意TEA2206T的L和R引脚的连接。电源瞬变或电涌必须限制在电压700 V以下。
	电源电容的典型值为1 µF至2.2 µF。数值较大的电源电容会增加X电容放电的延迟时间(td)。由于电源电容CVCC可能不会在每个电压半周期充电，因此它们也可能会增加功耗。

	13 封装尺寸
	表8. 

	14 修订记录
	表9. 修订记录

	15 法律信息
	15.1 数据手册状态
	有源桥式整流器控制器
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